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Am IMPT werden Atomchips als Bestandteil von magneto-optischen Fallen für

kompakte Materiewelleninterferometrie entwickelt. Zur Erzeugung starker

magnetischer Felder werden Leiterbahnen im Substrat mikrotechnologisch

eingebettet. Durch den Einsatz von Silizium als Substratmaterial ist eine el.

Isolierung zwischen den Leiterbahnen und dem Substrat notwendig.

In dieser Arbeit sollen Kavitäten mittels DRIE in Si erzeugt werden und

anschließend mittels PECVD (SiO2, Si3N4) und ALD (Al2O3) el. Isoliert und

verglichen werden. Im Anschluss erfolgen Untersuchungen, um die el.

Isolationsfähigkeit zu charakterisieren. In der institutseigenen

Thermoschockkammer, welche zur schnellen, zyklischen Temperaturbelastung von

Proben dient, werden die hergestellten Proben finalisierend Klimatests unterzogen,

um die Temperaturbeständigkeit der Beschichtungen in Bezug auf ihre

Haftfestigkeit zu analysieren.
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Quantentechnologie

Herstellung und Charakterisierung von elektrischen
Isolationsschichten für den Einsatz in Atomchips
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At the IMPT, atom chips are developed as components of magneto-optical traps for

compact matter wave interferometry. To generate strong magnetic fields,

conductive tracks are embedded in the substrate using microtechnology. Due to the

use of silicon as substrate material, an electrical insulation between the conductors

and the substrate is necessary.

In this work, cavities are to be created in Si by means of DRIE and then electrically

insulated by means of PECVD (SiO2, Si3N4) and ALD (Al2O3). Subsequently,

investigations will be carried out to characterise the electrical insulation capability.

In the institute's own thermal shock chamber, which is used for rapid, cyclical

temperature loading of samples, the produced samples are subjected to final

climatic tests in order to analyse the temperature resistance of the coatings with

regard to their adhesive strength.
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Production and characterisation of electrical 
insulation layers for use in atom chips
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